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초 록: DC 마그네트론 스퍼터링법을 이용하여 투명 폴리이미드 기판위에 CeO2가 0.5, 3.0, 4.0, 6.0wt% 도핑된 

고밀도 ITO타겟으로 증착한 ITO:Ce 박막의 구조적, 기계적 특성, 전기적 특성을 연구하였다. ITO박막 내에 Ce 

함량이 증가할수록 결정성이 감소하였으며 CeO2가 3.0wt% 도핑된 ITO타겟으로 증착한 박막의 경우 비정질구

조로서 3.96 x 10
-4 Ωcm의 가장 낮은 비저항 값을 관찰할 수 있었고, 기계적 내구성 또한 가장 우수하였다.

1. 서론 

  차세대 디스플레이로 각광받고 있는 Flexible 디스플레이에서 투명전극으로 사용되는 ITO박막은 낮은 비저항

을 가지기 위하여  결정화 온도 (170℃) 이상의 고온 공정이 필요하나 플라스틱 기판의 변형으로 저온 공정이 

요구되어 지고 있다. 또한 고온에서 증착된 다결정 ITO박막의 경우 거친 표면조도, 낮은 식각특성, bending test

에서의 취약한 기계적 특성 등의 문제점들이 지적되고 있다. 따라서 본 연구에서는 고온에서 안정한 폴리이미

드 기판위에 고온에서 비정질 구조를 가지는 Ce이 도핑된 ITO박막 (ITO:Ce)의 전기적, 기계적, 광학적 특성을 

조사하였다.

2. 본론 

  본 연구에서는 DC 마그네트론 스퍼터링법을 사용하여 폴이이미드 (polyimide, PI) 기판위에 약 150nm의 두

께를 가지는 ITO:Ce박막을 상온에서 증착한 후 200℃에서 어닐링하여 Ce 함량에 따른 ITO박막의 구조적, 기계

적, 전기적, 광학적 특성을 조사하였다. 그림. 1에서 Ce 함량이 증가함에 따라 ITO:Ce박막의 결정성이 감소하였

으며, 그림. 2를 이용한 bending test에서 박막의 결정성이 감소함에 우수한 기계적 특성을 나타내었다.
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그림. 1. Ce 함량에 따른 ITO:Ce 박막의 XRD 패턴
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그림. 2. Cyclic bending tester의 모식도

3. 결론  

  In3+에 비해 이온반경이 큰 Ce4+ 함량이 증가함에 따라서 ITO:Ce 박막의 결정성 및 표면 조도는 감소하였다. 

CeO2가 3.0wt% 도핑된 ITO타겟으로 증착한 박막의 경우 비정질구조를 가짐에도 불구하고 3.96 x 10-4 Ωcm의 

가장 낮은 비저항 값을 확인할 수 있었고, bending test에서 기계적 내구성 또한 가장 우수하였다. 이는 결정성 

감소에 따른 부착력 증가 및 내부응력의 감소에 기인하는 결과라 예상된다.
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